INGENIERIA ELECTRONICA DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRONICOS (DCE) 2016

AMPLIFICACION ANALOGICA II. Circuitos con dos transistores.

Dado que los circuitos tienen aplicacion practisea,recomienda realizar un analisis critico de lapeesta del
circuito en su conjunto asi como de la funcion queple cada uno de los elementos que los conforman.

1.- En el circuito de la figura Q1 y Q2forman un par complementario Vee
VBE1,2(ON) =0,7V \6E1,2(SAT): 0,2v

a) Analizar el funcionamiento y graficar V0=f(vi) indicando valores Q
caracteristicos de ambas ondas.
b) SiVce=10 Vgraficar Vo(t) si:
bl) v=5V serwt b2)vi=15V semwt

Si se remplazan los BJT por dos JFET idénticos de polaridad similar,
repetir los items a) y b).

2.- En el circuito de la figura:

a) Analizar la polarizacion y determinar, si es posible, el punto de trabajo
de los transistores. Establecer cuales son los elementos del circuito que
fijan los puntos de trabajo de los transistores, en particular la Icq de cada
BJT. En caso de no ser posible, agregar los elementos necesarios para
asegurar predictibilidad del punto de trabajo. Analizar la configuracion en
que trabaja cada transistor.

b) Considerando T, =T; =T, =BC549, T =BC547A y Y= 6,2V, determinar
las resistencias tal que lc;=lc=1ImA, \eex<5V.

Determinar ganancia de tensién e impedancias de entrada y salida.

3.- En el circuito de la figura:

Vee a) Determinar el punto de trabajo de ambos transistores.
b) Calcular la variacién pico a pico de la salida si sobre V¢
R se superpone un ripple senoidal, v.= 0,18V serwt.
Q ¢) Analizar la funcién de R..
Rs o d) Analizar la influencia de una variacion de R..
’ Vec=18V Vz=9V2 rz2Q2
R + R;=10K, R=250K, R=2K
A& £=100 (=200

4.- En el amplificador de la figura 1= he1=25, So= he2=100 Vec =12V
a) Analizar la conexién de los transistores determinando la ?

configuracién en que trabaja cada uno de ellos.
b) Analizar cuédles son los elementos del circuito que fijan el punto de

trabajo, y determinar las resistencias tal que lcg, =1 MA \egg2 =5V. c R Q }_Co

¢Cudl es el punto de trabajo de Q17 _{ L
c) Si fuera necesario aumentar la corriente de colector de +

polarizacion: ¢qué elemento del circuito modificaria en su valor? v R, Re Vo

¢, Qué efecto produciria este aumento sobre la respuesta en sefal

del amplificador? = i
d) Determinar la ganancia de tension, la impedancia de entrada, y la impedancia de salida. ¢Qué funcion

cumplen Gy G?
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5.- En el circuito de la figura £;= he;=100, 5= he,<250

a) ¢Qué condicién deben cumplir las resistencias de polarizacion
para que se cumpla que las dos ganancias de tensién tengan
igual valor absoluto?

— |Vo1 — — Vo2
|av1| - | © /vil - Iavzl - | © /vi|
b) Determinar el valor de las resistencias de polarizacion tal que
lco1 =40 LA Y Moz =12V. Especificar el punto de trabajo de
ambos transistores.

c) Determinar la impedancia de entrada e impedancia de salida
para ambas conexiones

=

Vi

¢) Analizar la influencia de R en el circuito en configuracién colector comun.

4.- Este circuito utiliza una polarizacion tipo Boostrop con:
R,=0,3R =50 £3=250
a) Analizar la funcién de esta polarizacion; y el rango de

b) Determinar el valor de las resistencias de polarizacion
tal que lc,=bmA, \Lg~6V.
c) Determinar la ganancia de tensién, impedancia de

valores admisibles de Rs. _{ |
+

entrada e impedancia de salida. Vi u

5.- SiQ1l=Q2 =BC548C

a) Analizar la funcion que cumple cada uno de sus elementos
determinando la configuracion en que trabaja cada transistor.

b) ¢Cual es la funcién de Q, en el circuito?

c) Compare criticamente las caracteristicas de este circuito con
una etapa emisor comin implementada con el BJT.

d) Determinar el valor de las resistencias de polarizacion tal que
Ic=1 mA, Vgi= VCEZ'::GV.

e) Calcular la ganancia de tension, impedancia de entrada e
impedancia de salida.
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6.- Analizar el funcionamiento del circuito e identificar la funcién
gue cumple cada uno de sus elementos.

a) Determinar las resistencias de polarizacion si:
lc1= 0,8mA, ko= 1mMA, \g1= VCEZzSV,,Blz,BzleO

b) Determinar las variaciones de las corrientes de colector de
cada transistor si la temperatura aumenta 30°C.

c) Determinar la ganancia de tensién, impedancia de entrada e
impedancia de salida.
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VCC =12V . i i i i i =
‘ 7.- Analizar el funcionamiento del circuito identificando la

funcién que cumple cada uno de los elementos del
mismo.

Adoptar Vce1= 6V. Si R:= 10K, Re>= 5K = Rgy,
G1= 3 =150 determinar el punto de trabajo de los
transistores, la ganancia (Ve2Vi), la tension Vg, y la

impedancia de entrada (z).

1
8.- En el circuito de la figura

R=50002 R=9KQ2 Q1/\=-4V Ibss1 MA  Q2/3=100=h,

a) Analizar el funcionamiento del circuito identificando la funcién que
cumple cada elemento del mismo.

b) Proponer un punto de trabajo para los transistores para que
aprovechando las caracteristicas del FET como etapa de entrada,
el circuito funcione como amplificador sin que la ganancia total
disminuya mas de un 20% con respecto a utilizar solo la etapa
con BJT. Determinar valores para R, y R, Indicar como se
modificarian los puntos de trabajo de los transistores si se
aumenta Ry, se disminuye R,, 0 se aumenta R,.

¢) Calcular la ganancia de tension e impedancias de entrada y de
salida.

10.- =180 bss=10MmA ¥=-4V

a) Sila entrada del circuito es en la puerta de Qly la salida es
en el colector de Q2, analizar el funcionamiento del circuito
identificando la funciébn que cumple cada uno de los
elementos del mismo.

b) Si Rs = 2K7 y se busca que el punto de trabajo de los
transistores sea lpg = Ico =1mA proponer los valores de Ry,
R, y R para obtener maxima excursion de salida.

c) Conectar la sefial de entrada de manera que el circuito
funcione como amplificador y calcular la ganancia de
tension.

5

Vee=24V 11.- Sila entrada del circuito es en la puerta de Q1 y la salida es en

el colector de Q2, Q1/ \ésg-1,2V, lbg=5mA, Vbs=15V

Q2/ Veg=7V /=100

a) Polarizar de tal manera que la impedancia de entrada sea mayor
que 500K.

b) ¢Es posible excitar por puerta (G) directamente con una sefal?
Redibujar el circuito indicando la conexién de la sefial. Determinar la
ganancia (Ve/Vy).
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Vcc =12V

12.- En el circuito de la figura:
Q2=BC548y Qliks=3mMA \b=-2,4V \,=4V7

a) Analizar el funcionamiento del circuito identificando la funcién
del zener.

b) Si se pretende que el punto de trabajo de los transistores sea
Ibg = lcg=1MA y \eq =5V, proponer una polarizacion y
calcular la ganancia de tensién, impedancia de entrada y de
salida.

¢) Analizar cualitativamente el efecto de la resistencia de zener
sobre la ganancia del circuito.

13.- Q1/ V=-2V, Ib = 0,1 mA si ¥s=-1V. Q2/4=25

a) Teniendo en cuenta que la ventaja de que el transistor de
entrada sea un FET es tener una alta impedancia de entrada,
proponer una polarizacién de tal manera que Ip= 0,5 mA, con
Re=330Q y R.=1,8K. Determinar la potencia disipada por el
transistor.

b) Para la polarizacion propuesta, determinar la ganancia de
tension.

c) Proponer alguna variacion del circuito que manteniendo el
punto de trabajo del MOSFET permita disminuir la corriente de
colector del transistor.

14.- En el circuito de la figura,

Ql=02, =1V, Ip =1mAsi =2V
Si Ri=R,=4K y 2R = R,= 8K, determinar V, € indicar la zona de
trabajo de los dispositivos.

15.-
a) Polarizar el circuito de la figura tal Ip = 1 mAsi
a1) Q1 = Q,con 4= 2V, K =0,5 mAN.
az) Q1 #Qz con Wy = 2V, Ky = 0,5 mA/V
V= 2V, K, = 1 mANV

b) Silos valores de V; disminuyen a la mitad ¢como se modifica Ip?

v=24v 16.- En el circuito de la figura:

K, = 0,2 mA/N K=0,1mAN Vi,=1V
41 @ a) Fijar el punto de trabajo de ambos FETsadoptando valores de R; y R..
R2 b) Calcular a,, z y z,.
c) Determinar la maxima sefal que es posible inyectar en la entrada
—| . manteniendo el funcionamiento lineal.
R1l d) ¢Qué diferencia habria en el funcionamiento del circuito si Q2 fuese un

MOS de empobrecimiento con V;=-1V y K = 1ImA/N? ¢Podria o deberia
modificar algo en el circuito?
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